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Тонкопленочные покрытия, наносимые методом магнетронного распыления находят широкое применение. Важным технологическим параметром таких устройств является скорость осаждения пленки, которая определяется скоростью распыления, геометрией системы, рабочим давлением. Скорость распыления в свою очередь зависит от плотности ионного тока на катоде. Для получения пленочных покрытий с требуемыми свойствами, особенно многослойных покрытий, необходимо знать зависимость скоростей распыления и осаждения от параметров и режима работы магнетронной системы. Оптимизация скорости осаждения может быть достигнута путем моделирования прикатодной области тлеющего разряда.

В данной работе получило дальнейшее развитие модель прикатодной области разряда в скрещенных электрическом и магнитном полях [1]. Рассматривается система уравнений непрерывности для электронной и ионной компонент тока и уравнение Пуассона, учитывающее искажение электрического поля в межэлектродном пространстве в результате действия объемного заряда. Для одномерной задачи в случае, когда плоский катод помещен в начало координат (x = 0),
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где n(, v(, (( – концентрации, дрейфовые скорости и подвижности ионов и электронов соответственно; v( = (( E; E – напряженность электрического поля; (  – коэффициент рекомбинации; (0  – диэлектрическая постоянная; e – элементарный заряд. Ионизационные процессы учтены через коэффициент Таунсенда (, а рекомбинационные – через эффективную константу рекомбинации (. Плотности электронной и ионной компонент тока определяются как j( = en( v( , плотность полного тока j = j–+ j+. Учитывается зависимость ( от напряженности электрического поля [2]. Получены распределение электрического поля в прикатодной области, зависимость плотности ионного тока от параметров разряда. 

На основе предложенной модели получена аппроксимация ВАХ разряда, согласующаяся с экспериментальными данными. Результаты данной работы могут быть использованы для разработки и оптимизации магнетронных распылительных устройств.
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